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Аннотация — Описываются результаты численного 
моделирования микрополосковой антенной решетки с па-
раллельно-последовательной схемой возбуждения. Решет-
ка предназначена для применения в качестве излучателя 
антенной решетки с увеличенным межэлементным рас-
стоянием. 

1. Введение 
В несканирующих антенных решетках с целью 

уменьшения числа излучателей целесообразно при-
менять излучатели с повышенной направленностью. 
В этом случае при расстоянии между излучателями 
D>λ (λ — длина волны) появляющиеся побочные 
главные лепестки подавляются диаграммой направ-
ленности одного излучателя. В докладе излагаются 
результаты разработки ряда таких микрополосковых 
излучателей, представляющих также микрополоско-
вые излучатели с параллельно-последовательной 
системой возбуждения, имеющей один вход. Далее 
приводится описание одного варианта. Моделирова-
ние выполнено в программе MicroWaves Office [1].  

2. Основная часть 
На рис. 1 показана топология излучателя, на 

рис. 2 — топология центральной части излучателя. 
Цифрой «1» показан вид решетки.  

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Решетка двухслойная. На базовой пластине 

расположены подложка с диэлектрической 
проницаемостью 1 =2,8 и толщиной 1H =1 мм. На 

металлизации с топологией, показанной на рис. 1, 2, 
расположен второй защитный слой диэлектрика с 
диэлектрической проницаемостью 2 =3,38 и 

тощиной 2H =2 мм. Особенность топологии: 

излучатели и соединяющме линии выполнены 
несимметричными по отношению к центру решетки. 
Соседние излучателя тоже отличаются по размерам 
друг от друга. Этот сделано для расширения полосы 
частот по согласоварнию.   

Зависимость коэффициент стоячей волны 
(VSWR) в линии с волновым сопротивлением 50 Ом 
показана на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 

 
Параметры диаграммы направленности (ДН) на 

средней частоте: ширина главного лепестка в плос-
кости Е равна 50°, в плоскости Н равна 8°; макси-
мальный боковой лепесток в плоскости Е равен –
18 дБ, в секторе углов наблюдения (25 … 90)° уро-
вень боковых лепестков не более –20 дБ. В плоско-
сти Н боковых лепестков нет. Максимум поля по 
кроссполяризации наблюдается под углом наблюде-
ния  10°. Такие параметры ДН обеспечивают уро-
вень боковых лепестков в плоскости Е не более –20 
дБ при расстоянии между излучателями D=1,1λ. 

3. Заключение 
Разработанная решетка может быть использова-

на в качестве излучателя линейной решетки, в кото-
рой излучатели расположены в плоскости Е. Ширина 
главного лепестка ДН в этой плоскости зависит от 
числа излучателей (рис. 1) в этой плоскости. Чис-
ленный анализ показал, что VSWR не ухудшается за 
счет взаимного влияния излучателей в решетке.  
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Abstract — The results of the numerical simulation of a mi-
crostrip antenna array with a series-parallel network feed are 
presented. 
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